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Be s c hr e ibung 

Verfahren zum Herstellen von Leuchtdioden-Lichtquellen mit 
Lumine s zenz - Konve r s i onse 1 ement 

Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren zum gleichzeiti- 
gen Herstellen einer Vielzahl gleichartiger Leuchtdioden- 
Lichtquellen, bei denen mindestens ein Teil einer von einem 
Leuchtdioden-Chip ausgesandten Primarstrahlung wellenlangen- 
konvertiert wird . 

Eine Lichtquelle mit Lumineszenz-Konversionselement ist bei- 
spielsweise aus der Of f enlegungsschrif t WO 97/50132 bekannt . 
Sie umfasst einen Halbleiterchip, welcher im Betrieb eine 
Primarstrahlung aussendet, von der ein Teil durch das Lumi- 
neszenz-Konversionselement in ein Licht von anderer Wellen- 
lange konvertiert wird. Die resultierende optisch wahrnehmba- 
re Strahlung der Leuchtdioden-Lichtquelle ergibt sich durch 
eine Mischung der beiden Strahlungen, so dass sich dadurch 
insbesondere auch weiSes Licht abstrahlende Lichtquellen er- 
zeugen lassen. Das Lumineszenz-Konversionsmaterial weist min- 
destens einen Leuchtstoff auf, welcher in einem Matrixmateri- 
al eingebettet ist. 

Es sind mehrere Methoden bekannt, das Lumineszenz- 
Konversionsmaterial dem Leuchtdioden-Chip nachzuordnen. Eine 
Moglichkeit ist, Leuchtstoff mit einer VerguSmasse zu durch- 
mischen, wie das beispielsweise in der Of f enlegungsschrif t WO 
98/12757 beschrieben ist. Der Leuchtdioden-Chip wird dabei 
auf ein vorgehaustes Leadframe montiert und anschlieSend mit 
der wellenlangenkonvertierenden VerguSmasse bedeckt . Bei nach 
einem solchen Verfahren hergestellten Leuchtdioden- 
Lichtquellen kann es zu Schwankungen im Farbort (IEC Farbta- 
fel) gleichartiger Lichtquellen untereinander kommen. Ursa- 
chen hierfiir konnen Sedimentationsbildung des Leuchtstoff es 
in der VerguSmasse oder unterschiedliche Hohen der lumines- 
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zenzkonvertierenden Vergufimasse liber den Leuchtdioden-Chips 
sein . 

Solche Probleme konnen teilweise aufgehoben werden, indem auf 
ein Leadframe montierte Leuchtdioden-Chips mit einer Lumines- 
zenz-Konversionsmasse umhiillt werden, wie es z. B. in der Of- 
f enlegungsschrif t DE 199 63806 Al gezeigt ist. Hierbei kann 
man bei Verwendung einer Sprit ztechnik fur den Leuchtstoff 
eine Tragermasse mit hoherer Viskositat verwenden, welche 
schneller aushartet . Dadurch kommt es in geringerem MaSe zu 
Sedimentationsbildung des Leuchtstoff es . Zudem ist es durch 
ein solches Herstellungsverf ahren moglich, auf ein vorgefer- 
tigtes Gehause zu verzichten, was eine eine erhebliche Minia- 
turisierbarkeit von Leuchtdioden-Lichtquellen bedeutet . 

Durch das Benutzen einer Sprit zform erhalt man Leuchtdioden- 
Lichtquellen von gleicher Gesamthohe. Allerdings fiihrt dies 
zu unterschiedlich dicken Lumineszenz-Konversionsschichten 
auf den Chips, da es selbst bei Leuchtdioden-Chips aus dem 
gleichen Waferverbund zu Hohenschwankungen von beispielsweise 
bis zu 20 /im kommen kann. Ein weiterer Nachteil von Sprit z- 
techniken sind hohe Produktionskosten, da es bei hohen Inve- 
stitionskosten fur Anlage und Werkzeuge nur zu einer geringen 
Ausbeute pro Produktionszyklus kommt. 

Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe zu Grunde, ein 
Verf ahren zu entwickeln, mit dem eine kostengiinstige Herstel- 
lung von Leuchtdioden-Lichtquellen mit Lumineszenz- 
Konversionselement mit geringen Farbortschwankungen gleichar- 
tiger Leuchtdioden-Lichtquellen untereinander ermoglicht 
wird . 

Gelost wird diese Aufgabe durch ein Verfahren nach Anspruch 1 
bzw. nach Anspruch 2. Vorteilhafte Weiterbildungen sind Ge- 
genstand der Anspruche 3 bis 23. 
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Erf indungsgemaS wird eine Vielzahl gleichartiger Leucht- 
dioden— Lichtquellen, mit jeweils einem Leuchtdioden-Chip und 
einem Lumineszenz-Konversionselement , welches zumindest einen 
Teil einer von dem Leuchtdioden-Chip ausgesandten Strahlung 
wellenlangenkonvertiert , gleichzeitig hergestellt, indem auf 
die Leuchtdioden-Chips mittels Sprit ztechnik das Lumineszenz- 
Konversionsmaterial vor dem Montieren der Chips auf ein Ge- 
hause oder Gehauseteil im wesentlichen gleichzeitig aufge- 
bracht wird. 

GemaS Patentanspruch 1 wird fur die Vielzahl von Leucht- 
dioden— Chips ein Schichtenverbund, mit einer auf einem Tra- 
gersubstrat auf gebrachten Leuchtdiodenschichtf olge , bereitge- 
stellt. Bei dem Verfahren wird eine Vielzahl von Graben im 
Schichtenverbund erzeugt . Der Wafer wird nachfolgend in eine 
Kavitat einer Spritzform eingelegt, in welche in einem weite- 
ren Schritt eine Sprit zmasse eingetrieben wird. Diese Spritz- 
masse ist mit einem Lumineszenz-Konversionsmaterial versetzt 
und wird derart in die Kavitat getrieben, dass die Graben zu- 
mindest teilweise mit ihr gefiillt werden. Nachfolgend wird 
die Spritzform entfernt und werden die Leuchtdioden- 
Lichtquellen aus dem Schichtenverbund vereinzelt . 

Mit dem erf indungsgemaSen Verfahren ist es moglich, die Vor- 
teile des Spritzpressens mit einer gleichzeitigen Herstellung 
vieler gleichartiger Leuchtdioden-Lichtquellen zu verbinden, 
wodurch sich eine erhebliche Reduzierung der Produktionsko- 
sten ergibt. 

Das Lumineszenz-Konversionsmaterial kann mindestens einen 
Leuchtstoff enthalten. Dazu eignen sich beispielsweise anor- 
ganische Leuchtstoff e , wie mit seltenen Erden ( insbesondere 
Ce) dotierte Granate, oder organische Leuchtstoff e , wie Pery- 
len-Leuchtstof f e . Weitere geeignete Leuchtstoff e sind bei- 
spielsweise in der WO 98/12757 aufgefiihrt, deren Inhalt inso- 
fern hiermit durch Riickbezug aufgenommen wird. 
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Bei dem Verfahren kann der Schichtenverbund zweckmafiig ein 
Waferverbund von Leuchtdioden-Chips sein. 

Vorteilhaf terweise konnen die Graben entlang von Trennlinien 
zwischen Bereichen benachbarter Leuchtdioden-Chips auf dem 
Schichtenverbund ausgebildet werden . 

Zweckmafeig werden die Graben durch Sagen erzeugt . 



{ 



10 In einer bevorzugten Ausfiihrung des erf indungsgemaSen Verfah- 
/ rens werden die Innenwande von zumindest einigen der Graben 

derart ausgebildet, dafi Teile der Bodenflachen nicht parallel 
und/oder Teile der Seitenwande nicht senkrecht zur vorderen 
oder riickseitigen Oberf lache des Leuchtdiodenchips verlaufen. 
15 Dadurch kann zumindest einem Teil der Chipoberf lache eine 

Form gegeben werden, so dass die ausgesandte elektromagneti- 
sche Strahlung mit einem moglichst geringen Einf allswinkel 
auf die Chipoberf lache trifft, was vorteilhaft fur die Aus- 
kopplung der Strahlung ist. 

20 

Besonders bevorzugt ist hierbei eine Ausfiihrung des Verfah- 
rens, bei dem die Bodenflachen von zumindest einigen der Gra- 
ben V-artig, konvex, konkav oder gestuft ausgebildet werden 
und zumindest ein Teil der Lichtauskopplung der Leuchtdioden- 
25 Chips uber die Bodenflachen der Graben geschieht. 

GemaS dem Verfahren nach Patentanspruch 2 werden eine Viel- 
zahl von Leuchtdioden-Chips, welche in einer regelmaSigen An- 
ordnung auf einem gemeinsamen Trager aufgebracht sind, be- 
30 reitgestellt . Diese werden in eine Kavitat einer Spritzform 
eingelegt, in welche nachfolgend eine Spritzmasse eingetrie- 
ben wird, die mit einem Lumineszenz-Konversionsmaterial ver- 
setzt ist. Die Spritzmasse wird derart eingetrieben, daS 
freier Raum der Kavitat zumindest teilweise mit ihr gefiillt 
35 wird. Nachfolgend wird die Spritzform entfernt und werden die 
Leuchtdioden-Lichtquellen vereinzelt . 



■m::> 
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Bevorzugt wird hierbei ein flexibler Trager verwendet . 

In einer bevorzugten Ausfiihrung des zweiten erf indungsgemaSen 
Verfahrens sind Seitenf lanken von zumindest einigen Leucht- 
5 dioden-Chips derart ausgebildet, daS Teile von ihnen nicht 
senkrecht zur vorderen oder ruckseitigen Oberflache des 
Leuchtdioden-Chips verlaufen. 

; Besonders bevorzugt sind diese Seitenf lanken derart ausgebil- 
IaO det, daS Teile von ihnen schrag zur Senkrechten der vorderen 
f oder ruckseitigen Oberflache des Leuchtdioden-Chips, gekriimmt 
oder gestuft verlaufen. Derart ausgebildete Seitenf lanken 
konnen fur eine Auskopplung von elektromagnetischen Wellen 
vorteilhaft sein. 

15 

In einer besonders bevorzugten Form der erf indungsgemaSen 
Verfahren ist die Spritzmasse eine SpritzpreSmasse und die 
Spritzform eine Sprit zpreSform. Durch die Verwendung einer 
Spritzpressmasse erhalt man in der Regel eine schnellere Aus- 
20 hartung als bei einer Sprit zgieSmasse , was zu geringerer Se- 
dimentationsneigung des Leucht stof f es fiihren kann. 

Die Kavitat ist in einer bevorzugten Ausf uhrungsf orm der Ver- 
fahren derart ausgebildet, dass Innenwande der Spritzform an 

2 5 der Vorder- und Riickseite des Schichtenverbundes bzw. der 

Chips anliegen. Dadurch werden die Vorder- und Riickseite des 
Schichtenverbundes bzw. der Chips nicht oder nur in geringem 
MaSe mit Spritzmasse bedeckt, sondern nur die Graben bzw. die 
Zwischenraume zwischen den Chips mit Spritzmasse gefiillt. So- 

3 0 wohl die Graben als auch die Zwischenraume zwischen den Chips 

lassen sich wohldef iniert erzeugen, so daS die Bedeckung der 
Seitenf lanken der Leuchtdioden-Lichtquellen geringe Schwan- 
kungen aufweist. Farbortschwankungen aufgrund von einer un- 
terschiedlich dicken Schicht Spritzmasse auf den Chipoberfla- 
35 chen, die bei Sprit ztechniken durch unterschiedliche Chipho- 
hen zustande kommt, werden dadurch weitestgehend vermieden. 
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Alternativ wird der Schichtenverbund bzw. werden die auf dem 
Trager befindlichen Leuchtdioden-Chips derart in die Kavitat 
eingelegt, daS sie mit der Riickseite auf der Innenwand der 
Spritzform anliegen. Dadurch ergibt sich die zusatzliche Mog- 
5 lichkeit, die Spritzmasse auf die vorderseitige Oberflache 

des Schichtenverbundes bzw. der Leuchtdioden-Chips auf zubrin- 
gen. 

Bei einer bevorzugten Ausf uhrungsf orm der erf indungsgemaSen 
10 Verfahren weist der Schichtenverbund bzw. weisen die Leucht- 
/ dioden-Chips vorderseitig elektrische Kontaktf lachen auf, auf 
welche, vor dem Einlegen des Schichtenverbundes bzw. der 
Leuchtdioden-Chips in die Kavitat, ein elektrisches AnschluS- 
material mit konstanter Hohe aufgebracht wird. Die so erhoh- 
15 ten elektrischen Kontakte wirken als Abstandshalter zwischen 
der vorderseitigen Oberflache des Schichtenverbundes bzw. der 
Leuchtdioden-Chips und der Innenwand der Spritzform. Dadurch 
werden beim Eintreiben der Spritzmasse in die Kavitat der 
Spritzform nicht nur die Flanken der Leuchtdioden-Chips, son- 
2 0 dem auch diese vorderen Oberf lachen, bis auf die erhohten 
elektrischen Kontakte, gleichmafiig mit Spritzmasse bedeckt . 

Spritzmasse, durch welche elektrische Kontakte bedeckt wer- 
den, kann in einer bevorzugten Ausfiihrung des Verfahrens 
25 durch Abdiinnen entfernt werden. Dies geschieht zweckmaSig 
mindestens bis zum Freilegen der betroffenen elektrischen 
Kontakte . 

In einer besonders zweckmaSigen Ausfiihrung der Verfahren wird 
30 elektrisches Anschlufimaterial auf die vorderseitigen elektri- 
schen Kontaktf lachen aufgebracht, dieses nachfolgend mit 
Spritzmasse bedeckt und die Spritzmasse nachfolgend abge- 
diinnt . Dabei kann der Farbort (CIE Farbtafel) der Leucht- 
dioden-Lichtquellen wiederholt gemessen und somit gezielt 
35 durch das Abdiinnen der Spritzmasse eingestellt werden. 
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Urn ein ungewolltes Bedecken elektrischer Kontaktf lachen mit 
Spritzmasse zu verhindern, konnen diese vor Einlegen des 
Schichtenverbundes bzw. der Leuchtdioden-Chips in die Kavi- 
tat, abgedichtet und vor dem Vereinzeln wieder freigelegt 
5 werden. 

In einer bevorzugten Ausfiihrung der Verfahren geschieht das 
Abdichten der elektrischen Kontaktf lachen mittels Folien, 
welche auf die vorderseitige und/oder ruckseitige Oberflache 
0 des Schichtenverbundes bzw. der Leuchtdioden-Chips aufge- 
bracht werden . 

Alternativ geschieht das Abdichten der elektrischen Kontakt- 
flachen durch eine vorderseitige und/oder ruckseitige Innen- 

5 wand der Sprit zform, welche aus beweglich angebrachten Teil- 
platten besteht, die individuell gegen die Vorderseite 
und/oder Ruckseite des Schichtenverbundes bzw. der Leucht- 
dioden-Chips gedriickt werden. Durch eine solche Vorrichtung 
werden Hohenschwankungen im Schichtenverbund bzw. der Chips 

0 ausgeglichen, so daS die Wande der Sprit zform an jeder vorde- 
ren und/oder ruckseitigen Oberflache enger anliegen und diese 
somit besser abdichten. Denkbar ist auch, alternativ eine 
elastische oder plastisch verformbare Einlage zu verwenden. 

5 In einer bevorzugten Weiterbildung der erf indungsgemaSen Ver- 
fahren werden nachfolgend Lage und Farbort der Leuchtdioden- 
Lichtquellen bestimmt und erf asst. Daraufhin werden die 
Leuchtdioden-Lichtquellen nach ihrem Farbort sortiert. Durch 
ein solches Vorsortieren werden insbesondere alle Ausfall- 

0 chips entfernt, wodurch mogliche nachfolgende Prozesse wie 
etwa das automatisierte Kontaktieren der Leuchtdioden- 
Lichtquellen mit einem Bonddraht erheblich beschleunigt wer- 
den. 

5 Die nach den Verfahren gefertigten Leuchtdioden-Lichtquellen 
konnen nachfolgend auf ein Leadframe montiert, sowie mit ei- 
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nem transluzenten oder transparenten Material umspritzt wer- 
den. 

Alternativ eignen sich die fertigen Leuchtdioden-Lichtquellen 
sehr gut zum Montieren in ein vorgehaustes Leadf rame . Nach- 
folgend werden sie mit einer transluzenten oder tranparenten 
VerguSmasse bedeckt . 

Weitere Vorteile und bevorzugte Ausf iihrungsf ormen ergeben 
sich aus der nachf olgenden Beschreibung von zwei Ausfuhrungs- 
beispielen in Verbindung mit den Figuren 1 und 2. Es zeigen: 

Figur 1 ein Ausf iihrungsbeispiel des erf indungsgemaSen Ver- 
fahrens anhand einer schematischen Schnittansicht einer 
Spritzform mit eingelegtem Schichtenverbund; 

Figur 2 ein zweites Ausf iihrungsbeispiel des erf indungsgema- 
Sen Verfahrens anhand einer schematischen Schnittansicht ei- 
ner Spritzform mit eingelegten Leuchtdioden-Chips ; 
Figur 3 ein Ausf iihrungsbeispiel eines Bauelementes mit ei- 
ner Leuchtdioden-Lichtquelle, welche nach einer Ausf iihrungs- 
form des erf indungsgemaSen Verfahrens hergestellt ist. 

In den Ausf iihrungsbeispielen sind gleiche oder gleichwirkende 
Bestandteile jeweils mit den gleichen Bezugszeichen versehen. 

In Figur 1 sind die Leuchtdioden-Chips vor dem Einlegen in 
die Kavitat bereits derart vereinzelt, dass ein Teil ihrer 
Seitenf lanken schrag zu ihren vorderen oder riickseitigen 
Oberflachen verlaufen. Dies kann erreicht werden indem zu- 
nachst zwischen den Bereichen der Leuchtdioden-Chips 1 in 
einem Schichtenverbund Graben entlang von Trennlinien gebil- 
det werden, deren Boden V-formig ausgebildet ist, und die 
Chips nachfolgend entlang der Graben beispielsweise durch Sa- 
gen vereinzelt werden. Auch die Graben konnen durch Sagen er- 
zeugt werden, mit einem Sageblatt, dessen Stirnseite V-formig 
zusammenlauf t . 



P2002, 1059 



9 

Die Leuchtdioden- Chips umfassen eine InGaN-basierte epitakti- 
sche Halbleiterschichtf olge mit einer strahlungsemittierenden 
aktiven Zone (nicht gezeigt) . Die aktive Zone weist bei- 
spielsweise einen strahlungserzeugenden pn-Ubergang oder eine 
5 strahlungserzeugende Einfach- oder Mehrf ach-Quantenstruktur 
auf . Solche Strukturen sind dem Fachmann bekannt und werden 
von daher nicht naher erlautert . Eine geeignete Mehrf ach- 
Quantenstruktur ist beispielsweise in der WO 01/39282 A2 be- 
schrieben, deren Inhalt insofern durch Riickbezug aufgenommen 
10 wird . 

Die Leuchtdioden-Chips 1 sind auf einer Tragerfolie 4 aufge- 
bracht, mit der sie in die Sprit zform 2 eingespannt sind. Die 
Spritzmasse 3 wird in die Kavitat der Spritzform 2 getrieben, 

15 wodurch die Zwischenraume zwischen den Leuchtdioden-Chips 1 
vollstandig ausgefullt werden. Als Spritzmasse kann bei- 
spielsweise eine Kunststof f pressmasse auf Harzbasis verwendet 
werden, welche im wesentlichen aus einem vorreagierten 
Epoxidharz, insbesondere einem Epoxynovolak oder Epoxykresol- 

2 0 novolak besteht und durch Sprit zpressen aufgebracht wird. 
Beispiele fur eine derartige Spritzmasse sind in der WO 
01/50540 Al beschrieben, deren Inhalt insofern durch Riickbe- 
zug aufgenommen wird. Die Spritzmasse kann mit mindestens ei- 
nem Leuchtstoff versetzt sein, was beispielsweise anorgani- 

25 sche Leuchtstoff e, wie mit seltenen Erden (insbesondere Ce) 
dotierte Granate, oder organische Leuchtstoff e, wie Perylen- 
Leuchtstoffe sein konnen. Nach einem zumindest teilweise Har- 
ten der Spritzmasse 3 werden die Leuchtdioden-Lichtquellen 
aus der Spritzform 2 genommen, von der Tragerfolie 4 entfernt 

30 und erneut vereinzelt, was beispielsweise durch Sagen gesche- 
hen kann . 

Alternativ konnen die Leuchtdioden-Chips 1 vor dem Einlegen 
in die Spritzform 2 nicht ganz durchtrennt sein, sondern noch 
35 teilweise iiber den Schichtenverbund zusammenhangen . Dies ist 
z. B. gewahrleistet , wenn in dem Schichtenverbund lediglich 
Graben erzeugt werden und die Chips nicht vereinzelt werden. 
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In dem Ausf uhrungsbeispiel von Figur 2 sind die Leuchtdioden- 
Chips 1 vor dem Einlegen in die Spritzform 2 bereits durch 
Sagen vereinzelt und auf einer Tragerfolie 4 auf gebracht . Es 
5 unterscheidet sich von dem vorhergehend anhand Figur 1 erlau- 
terten Ausf uhrungsbeispiel durch die Form der Seitenf lanken 
der Chips und durch die Tatsache, dass auf den vorderseitigen 
Kontaktf lachen (nicht gezeigt) der Leuchtdioden-Chips elek- 
trisch leitendes Material 5 von etwa gleicher Hohe aufge- 

10 bracht sind, welche als Abstandshalter zwischen Innenwand der 
Spritzform und Chipoberf ache , sowie als elektrische Kontak- 
tierung dienen. Die Leuchtdioden-Chips 1 werden mit Hilfe ei- 
ner Tragerfolie 4 in die Spritzform 2 eingespannt, so dass 
die Innenwand der Spritzform 2 auf dem elektrisch leitenden 

15 Material anliegt. Das elektrisch leitende Material 5 ist be- 
vorzugt weich, so dass bei eng anliegenden Innenwanden der 
Spritzform 2 Hohenunterschiede der Leuchtdioden-Chips 1 durch 
Zusammendriicken der Teilplatten der Spritzform 2 und leichtes 
Deformieren des elektrisch leitenden Materials 5 ausgeglichen 

20 werden konnen. Eine Spritzmasse 3, welche mit Lumineszenzkon- 
verter versetzt ist, wird nachfolgend in die Kavitat der 
Spritzform 2 getrieben, so dass die Zwischenraume zwischen 
den Leuchtdioden-Chips 1 vollstandig ausgefiillt werden. Wenn 
die Spritzmasse 3 zumindest teilweise erhartet ist, konnen 

25 die Leuchtdioden-Lichtquellen aus der Spritzform 2 genommen, 
von der Tragerfolie 4 entfernt und durch Sagen vereinzelt 
werden. 

Vor dem Vereinzeln der Leuchtdioden-Lichtquellen werden deren 
30 Farbort und Lage bevorzugt bestimmt und erf asst . Nach dem 

Vereinzeln werden die Lichtquellen anhand dieser Daten nach 
ihrem Farbort sortiert. 

Das Bauelement in Figur 3 beinhaltet ein vorgehaustes Lead- 
35 frame 12, welches ein Gehause 7 und zwei elektrische Leitun- 
gen 9 und 10 aufweist, in welches eine nach dem Ausf uhrungs- 
beispiel in Figur 2 hergestellte Leuchtdioden-Lichtquelle 6 
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montiert ist. Die Leuchtdioden-Lichtquelle 6 ist mit einer 
transluzenten oder transparenten VerguSmasse 8 bedeckt, wel- 
che beispielsweise ein Epoxid-, Silikon- oder Acrylat- 
GieSharz oder eine Mischung solcher Harze aufweisen kann. 
Solche VerguSmassen sind dem Fachmann bekannt und werden hier 
nicht weitergehend erlautert. Falls das elektrisch leitende 
Material 5 vorderseitig durch Lumineszenz-Konversionsmaterial 
3 bedeckt ist, so wird dieses vor dem Montieren der Leucht- 
dioden-Lichtquelle 6 in das vorgehauste Leadframe 12 durch 
Abdiinnen entfernt, wobei das Abdiinnen bevorzugt bei alien auf 
einer Tragerfolie auf gebrachten Leuchtdioden-Lichtquellen 6 
gleichzeitig geschieht, beispielsweise durch Abschleifen. 

Alternativ kann die Leuchtdioden-Lichtquelle auf ein Leadfra- 
me montiert und dann zusammen mit einem Teil des Leadframes 
komplett mit einer transluzenten oder transparenten Press - 
masse eingehiillt werden, welche als Gehause dient. 
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Patentanspriiche 

1. Verfahren zum gleichzeitigen Herstellen einer Vielzahl 
gleichartiger Leuchtdioden-Lichtquellen, mit jeweils einem 

5 Leuchtdioden-Chip und einem Lumineszenzkonversionselement, 

welches zumindest einen Teil einer von dem Leuchtdioden-Chip 
ausgesandten elektromagnetischen Strahlung wellenlangenkon- 
vertiert, mit den Schritten: 

Bereitstellen eines Schichtenverbundes mit einer auf 
10 einem Tragersubstrat auf gebrachten Leuchtdioden- 

schichtfolge fur die Vielzahl von Leuchtdioden- Chips ; 
Erzeugen einer Vielzahl von Graben im Schichtenver- 
bund, 

Einlegen des Schichtenverbundes in eine Kavitat einer 
15 Spritzform, 

Eintreiben einer Spritzmasse, welche mit einem Lumi- 

neszenzkonvertermaterial versetzt ist, in die Kavitat 

derart, dass die Graben zumindest teilweise mit 

Spritzmasse gefullt werden, 
2 0 - Entfernen der Sprit zform und 

Vereinzeln der Leuchtdioden-Lichtquellen aus dem 

Schichtenverbund . 

2. Verfahren zum gleichzeitigen Herstellen einer Vielzahl 
25 gleichartiger Leuchtdioden-Lichtquellen, mit jeweils einem 

Leuchtdioden-Chip und einem Lumineszenzkonversionselement , 
welches zumindest einen Teil einer von dem Leuchtdioden-Chip 
ausgesandten elektromagnetischen Strahlung wellenlangenkon- 
vertiert, mit den Schritten: 
30 - Bereitstellen einer Vielzahl von Leuchtdioden-Chips, 

welche in einer regelmaSigen Anordnung auf einem ge- 

meinsamen Trager aufgebracht sind; 

Einlegen der Leuchtdioden-Chips in eine Kavitat einer 
Spritzf orm, 

35 - Eintreiben einer Spritzmasse, welche mit einem Lumi- 

neszenzkonvertermaterial versetzt ist, in die Kavitat 
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derart, dass freier Raum der Kavitat zumindest teil- 
weise mit Spritzmasse gefullt wird, 
Entfernen der Spritzform und 
- Vereinzeln der Leuchtdioden-Lichtquellen . 

5 

3. Verfahren nach Anspruch 1, 

bei dem der Schichtenverbund ein Waferverbund von Leucht- 
dioden-Chips ist. 

10 4. Verfahren nach Anspruch 1 oder 3, 

bei dem die Graben entlang von Trennlinien zwischen Bereichen 
benachbarter Leuchtdioden-Chips in dem Schichtenverbund aus- 
gebildet werden . 

15 5. Verfahren nach einem der Anspruche 1, 3 oder 4, 

bei dem das Erzeugen der Graben durch Sagen geschieht. 

6. Verfahren nach einem der Anspruche 1 und 3 bis 5, 
bei dem die Innenwande von zumindest einigen der Graben der- 
20 art ausgebildet sind, dass Teile der Bodenflachen nicht par- 
allel und/oder Teile der Seitenwande nicht senkrecht zur vor- 
deren oder riickseitigen Oberflache des Leuchtdioden-Chips 
verlauf en. 

25 7. Verfahren nach einem der Anspruche 1 und 3 bis 6, 

bei dem die Bodenflachen von zumindest einigen der Graben V- 
artig, konvex, konkav oder gestuft ausgebildet werden und zu- 
mindest ein Teil der Lichtauskopplung der Leuchtdioden-Chips 
uber die Bodenflachen der Graben geschieht. 

30 

8 . Verfahren nach Anspruch 2 , 
bei dem der Trager flexibel ist. 

9 . Verfahren nach Anspruch 2 oder 8 , 

3 5 bei dem Seitenf lanken von zumindest einigen Leuchtdioden- 
Chips derart ausgebildet sind, dass Teile von ihnen nicht 



P2002, 1059 



10 



14 

senkrecht zur vorderen oder riickseitigen Oberflache des 
Leuchtdioden-Chips verlauf en . 

10. Verfahren nach Anspruch 2, 8 oder 9, 

bei dem die Seitenf lanken von zumindest einigen der Leucht- 
dioden-Chips derart ausgebildet sind, dass Teile von ihnen 
schrag zur Senkrechten der vorderen oder riickseitigen Ober- 
flache des Leuchtdioden-Chips, gekrummt oder gestuft verlau- 
f en. 

11. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 10, 
bei dem die Spritzmasse eine Spritzpressmasse und die Spritz- 
form eine Sprit zpressf orm. 

15 12. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 11, 

bei dem das Vereinzeln der Leuchtdioden-Chips und/oder der 
Leuchtdioden-Lichtquellen durch Sagen geschieht. 

13. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 12 , 

2 0 bei dem die Kavitat derart ausgebildet ist, dass die Innen- 

wande der Spritzform an der Vorder- und Riickseite des Schich- 
tenverbundes bzw. der Chips anliegen. 

^ 14. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 12, 

25 bei dem der Schichtenverbund bzw. die Leuchtdioden-Chips der- 
art in die Kavitat eingelegt werden, dass Sie mit der Riick- 
seite auf der Innenwand der Spritzform anliegen. 

15. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 14, 

3 0 bei dem der Schichtenverbund bzw. die Leuchtdiodenchips vor- 

derseitig elektrische Kontakt f lachen aufweist bzw. aufweisen, 
auf welche, vor dem Einlegen des Schichtenverbundes bzw. der 
Leuchtdioden-Chips in die Kavitat, ein elektrisches An- 
schlussmaterial mit etwa konstanter Hohe aufgebracht wird. 

35 



16. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 15, 
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bei dem Spritzmasse , durch welche elektrische Kontakte be- 
deckt werden, durch Abdiinnen entfernt wird, mindestens bis 
zum Freilegen des elektrischen Anschlussmaterials . 

17. Verfahren nach Anspruch 15, 

bei dem vorderseitig aufgebrachte Spritzmasse mindestens bis 
zum Freilegen von bedecktem elektrischem AnschluSmaterial ab- 
gediinnt wird und bei dem der Farbort (CIE Farbtafel) der 
Leuchtdioden-Lichtquellen wiederholt gemessen und somit durch 
weiteres Abdunnen gezielt eingestellt wird. 

18. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 17, 

bei dem elektrische Kontaktf lachen des Schichtenverbundes 
bzw. der Leuchtdioden-Chips vor deren Einlegen in die Kavitat 
abgedichtet und vor dem Vereinzeln wieder freigelegt werden. 

19. Verfahren nach Anspruch 18, 

bei dem das Abdichten der elektrischen Kontaktf lachen mittels 
Folien geschieht, welche auf die vorderseitige und/oder riick- 
seitige Oberflache des Schichtenverbundes bzw. der Leucht- 
dioden-Chips aufgebracht werden. 

20. Verfahren nach Anspruch 18, 

bei dem das Abdichten der elektrischen Kontaktf lachen der 
Chips durch eine vorderseitige und/oder riickseitige Innenwand 
der Spritzform geschieht, welche aus beweglich angebrachten 
Teilplatten besteht, die individuell gegen die Vorderseite 
und/oder Riickseite des Schichtenverbundes bzw. der Leucht- 
dioden-Chips gedruckt werden. 

21. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 20, 

bei dem nachfolgend Lage und Farbort der Leuchtdioden- 
Lichtquellen bestimmt und erfasst und die Leuchtdioden- 
Lichtquellen nachfolgend nach ihrem Farbort sortiert werden. 
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22. Bauelement mit mindestens einer Leuchtdiodenlichtquelle , 
welche nach einem der Verfahren gemaS der Anspriiche 1 bis 21 
hergestellt ist, 

bei dem die Leuchtdioden-Lichtquellen auf ein Leadframe mon- 
5 tiert und nachfolgend mit einem transluzenten oder transpa- 
renten Material umspritzt sind. 

23. Bauelement mit mindestens einer Leuchtdiodenlichtquelle, 
welche nach einem der Verfahren gemaS der Anspriiche 1 bis 21 

10 hergestellt ist, 

bei dem die Leuchtdioden-Lichtquellen auf ein vorgehaustes 
Leadframe montiert und mit einer transluzenten oder transpa- 
renten VerguSmasse bedeckt sind. 
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Zusammenf as sung 

Verfahren zum Herstellen von Leuchtdioden-Lichtquellen mit 
Lumineszenz-Konversionselement 

Die Erfindung beinhaltet zwei Verfahren zum gleichzeitigen 
Herstellen einer Vielzahl gleichartiger Leuchtdioden- 
Lichtquellen, mit jeweils einem Leuchtdioden-Chip und einem 
Lumineszenz-Konversionselement, welches zumindest einen Teil 
einer von dem Leuchtdioden-Chip ausgesandten elektromagneti - 
schen Strahlung wellenlangenkonvertiert . 

Im ersten Verfahren wird ein Schichtenverbund mit einer auf 
einem Tragersubstart auf gebrachten Leuchtdiodenschichtf olge 
bereitgestellt . Der Wafer wird mit Graben versehen und dar- 
aufhin in eine Kavitat einer Spritzform, eingelegt . Nachfol- 
gend wird eine Sprit zmasse, welche mit Lumineszenzkonverter 
versetzt ist, so dass die Graben zumindest teilweise mit 
Pressmasse gefullt werden. Nachfolgend wird die Sprit zform 
entfernt und werden die Leuchtdioden-Lichtquellen aus dem 
Schichtenverbund vereinzelt . 

Im zweiten Verfahren werden statt des Schichtenverbundes eine 
Vielzahl von Leuchtdioden-Chips , welche in einer regelmaSigen 
Anordnung auf einem gemeinsamen Trager aufgebracht sind, be- 
reitgestellt . 



Fig. 1 



